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[背景背景背景背景] 我々は加圧MOVPE成長法を用いて GaN/c-サファイアテンプレート上 InGaN/GaN多重量子井

戸の高温成長を試みて来た。現状では成長圧力 6atm,成長温度 770℃において黄色多重量子井戸の成長に

成功している。しかし、作製した試料の表面には高 In組成 InGaNと GaN界面に生じる格子不整合によ

って、多数の V-defectsや trench-defects[1]が発生しており、さらなる発光特性向上にはピットフリーな

成長が必要であると考えた。そこで、今回の実験ではピットフリー成長が可能な半極性面に着目し、加

圧MOVPE法を用いて半極性面上 InGaN/GaN多重量子井戸を作製、その表面モフォロジーと発光特性

の評価を行った。 

[実験方法実験方法実験方法実験方法] ストライプ溝加工 Si基板に AlN中間層を介して作製した(1-101)GaNテンプレートに加圧

MOVPE法を用いて InGaN/GaN多重量子井戸を再成長した。多重量子井戸の成長圧力は 1,2,4,6atmで

行い、成長温度は InGaN発光波長が 405nm程度となる様に調節した。井戸層と障壁層の成長時間は 1、

2分とし、井戸層における In/(In+Ga)気相比を 77%、V/III比 5700として成長を行っている。また、

1atm,4atmの成長圧力で成長温度 700℃,750℃,800℃の InGaN層(50nm)を成長し、結晶内の残留不純物

濃度について評価を行った。評価には室温フォトルミネッセンス(PL)、走査型電子顕微鏡(SEM)、二次

イオン質量分析法(SIMS)を用いている。 

[特色及び独創的な点特色及び独創的な点特色及び独創的な点特色及び独創的な点]加圧MOVPE法及び、成長面として半極性面を用いていることが挙げられる。 

[結果及び考察結果及び考察結果及び考察結果及び考察] 半極性面上の InGaN/GaN多重量子井戸の成長において、成長圧力を 1atmから

6atmに増大することで、+65℃の高温成長が可能となった。各成長圧力で作製した多重量子井戸の表

面形状は平坦であり、高圧成長においてもピットフリーかつ平坦な膜の成長が行えることを確認した。

また高温成長が可能となった結果、Fig.1の発光スペクトルに示す様に、発光強度の大幅な向上に成功し

た。この特性向上は残留不純物の低減によるものと考察し、1atmと 4atmにおける InGaN結晶中の残

留不純物濃度を評価した所、成長温度の昇温により不純物が低減する様子が確認された。                
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Figure 2    残留不純物残留不純物残留不純物残留不純物濃度濃度濃度濃度比較比較比較比較(酸素酸素酸素酸素、、、、炭素、水素炭素、水素炭素、水素炭素、水素)Figure 1 各各各各成長圧力における発光スペクトル成長圧力における発光スペクトル成長圧力における発光スペクトル成長圧力における発光スペクトル 
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